Рост кристаллов теллуридных материалов
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Целью работы является получение кристаллов раствор-расплавным методом и методом газового транспорта для последующего изучения их физических свойств. В нашей работе мы получили кристаллы TaIrTe4 и CrGeTe3. В работе использовались методы газового транспорта, метод переноса в солевых расплавах в температурном градиенте и метод испарения растворителя. В качестве реакционных сосудов использовались ампулы из кварцевого стекла. 
В методе газового транспорта рост кристаллов достигается за счет переноса газообразных компонентов в условии температурного градиента. Раствор-расплавный метод получения кристаллов представляет собой постепенное охлаждение многокомпонентного расплава. Мы использовали усовершенствованную методику и вместо охлаждения применили температурный градиент. Так, шихта (порошок) постепенно растворяется в солевом расплаве, затем диффундирует и кристаллизуется в наиболее холодной части реакционного сосуда. 
Метод испарения растворителя также является вариантом раствор-расплавного метода. Рост осуществляется при постепенном испарении легколетучего растворителя, например халькогена. В результате конденсируются кристаллы халькогенида, содержащего максимально возможное количество халькогена. 
Кристаллы CrGeTe3 мы пытались получить с помощью всех трех описанных методов. В методе газового транспорта в качестве транспортного реагента использовался безводный хлорид алюминия. В методе перекристаллизации в стационарном температурном градиенте в качестве ростовой среды использовалась эвтектическая смесь CsCl+KCl+NaCl. В результате были получены миллиметровые кристаллы CrGeTe3, имеющие четкий гексагональный габитус (Рис. 1а). Использование метода испарения растворителя (теллура) привело к образованию кристаллов Cr2Te3, вероятно из-за испарения не только теллура, но и германия. 
Кристаллы TaIrTe4 были получены только с помощью раствор-расплавного метода с помощью испарения растворителя. Остальные методы не использовались из-за низкой растворимости иридия в солевых расплавах и газовой фазе. В качестве растворителя использовался жидкий теллур. В результате получены вискеры длиной до 3 мм и шириной в доли миллиметра. (Рис. 1б). Химический состав изучался на цифровом сканирующем электронном микроскопе TESCAN Vega II XMU с системой энергодисперсионного микроанализа INCA Energy 450/XT (20 кВ).
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Рис. 1а: Электронная фотография кристаллов CrGeTe3
Рис. 1б: Электронная фотография кристаллов TaIrTe4.
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